Table des matieres

Table des matieres



Table des matieres

INTRODUCTION GENERAL ... 1

CHAPITRE I :
1.Modes de propagation des PPS au voisinage d’une interface....................... 6

2. Condition particuliére pour la génération des PPS au voisinage

doune Interface.......... ... 7
2.1.Configuration expérimentale ..., 7
2.2.Relation de dispersion des modes PPS..........ccooiiiiiiiiiiiii e 9

CHAPITRE Il : Résonance plasmoniques en champ lointain

du silicium

L NErOUCTION. ... 12
2.Modé¢le d’indice de réfraction du Si dépendant du dopage........................ 12
2.1, DOPAgE TYPE (M) ettt e 15
2.2. DOPAGE TYPE (D) e nreene it 17
2.3. La comparaison entre les deux types. .......c.ovnviiniiii i 18
2.4. La comparaison entre le Sietmétal (AQ)......c.covieiiiiiiiiiiiie 20
3. Caractéristique complémentaire du silicium....................coocoiiiiii i, 21

4. Etude de la résonance angulaire sur le profil de la réflectivité

AINterface. ... ..o e 23
4.1, INtrOdUCTION. .. .ot 23
4.2. Etude la réflexion lumineuse sur une interface
silicium dopé- di€leCtriquUe...........cooiii i 23
4.2.1. GEOMELIie a0OPtBe. ...t 23
4.2.2. Champ électrique de propagation.................ccoiiiiiiiiiiiiiiiieiienn 2D

4.2.3. Etude de la résonance angulaire sur le profil de la réflectivite

(1 11115 o ¢: 1 TP 27



Table des matieres

4.2.4.Etude numérique de la réflectivité sur le silicium dopé (n).................. 28
a) Effet de I’épaisseur sur la résonance angulaire.................................... 28
b) Effet de la concentration sur la résonance angulaire............................. 30

4.2.5. Etude numérique de la réflectiviteé sur le silicium dopé (p)................... 31
a) Effet de I’épaisseur sur la résonance angulaire................................... 31
b) Effet de la concentration sur la résonance angulaire .......................... 33

4.2.6.Etude comparative de la résonance angulaire en champ lointain .......... 34

a) Effet de ’épaisseur ................oi i 35

b) Effet de la longueur d’onde ..................co i 37

CHAPITRE I11 : Densite électromagnétique locale an champ proche sur
le silicium dopé
L INErOdUCTION. . . 40

2. Contribution du champ électrique a la densité local des états proche

d’une surface chargée ........... ... 40
2.1.Champ leCtriqUE. ... 41
2.2. Champ mMagnetigUE. ..........omiieiit i e e 43
3.Effet de positions z depuis I’échantillon sur la contribution de champ

P OCNE. . e 46
3.1.Champ €leCtriqUE. .. ... 46
3.2. Champ MagnetigQUE. .........oinriiri it e e e e 48

4. Contribution totale a la densité locale des états proche d’une surface
CNAN g P, 50



Table des matieres

CHAPITRE IV : Etude analytique des modes PPS sur la relation

de dispersion

L NErOdUCTION. ... 54
2. Résonance de la matiere : approche microscopique........................... 54
2.1.PIasmon-polaritons .........c.ooniiiiii e 54
2.2. RES0NANCE de SUMTaCE. ... ....ouiiei e 57
2.2.1 Premiere approChe. ... ..o 57
3.Couplage radiatif ........ ..o 59
B L P NCI . . ettt e 59
4. Equationsde Maxwell............ooiiii 62
5. Etude analytique du couplage sur la relation de dispersion................... 63
5.1. Relation de dispersion desmodes PPS..............cooiiiiiiiiiiiiiii, 65
5.2. Dimensionnement de surface dopée (échelle sous-longueur d’onde)......73
5.2.1. Longueur d'onde relative desPPS............ocoiiiiiii 73
5.2.1. Longueur de propagation desPPS.............ccoiiiiiiiiiiiii, 76
5.2.3. Profondeur de pénétrationde PPS..............cooiiiiiiiiiii, 80
ConcCluSION Q8NATAlE. ... ..o s 87

R NGRS . . oottt e 90



Table des matieres




